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Atualmente observa-se que a industria eletroeletronica tem papel baseado nesse modelo é crucial para dar continuidade
fundamental em todos o0s campos da sociedade atual. na simulacao do Circuito no software SPICE por meio do
Constantemente surgem novos dispositivos, enquanto antigos  Circuito de Branin foil possivel gerar as equacOes que
artefatos sao modernizados ou simplesmente descartados por  desenvolvem a ferramenta computacional, a figura a seguir
se tornarem obsoletos. O aumento da diversidade e da quantidade  mostra um circuito com parametros concentrados:
faz com que os dispositivos funcionem cada vez mais integrados
e mals proximos uns dos outros, o que torna obrigatoria a Rs
avallacao da interacao eletromagnética entre eles. | so
Neste contexto, define a compatibilidade eletromagnética | "
como a habilidade de um receptor funcionar satisfatoriamente no
seu meio eletromagnetico, sem que o0 mesmo introduza disturbios
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eletromagneticos Intoleraveis para si ou para qualquer outro - R | L1 503rre
sistema, equipamento, dispositivo ou Sseres VIVOS. | “o/2 | - Cr/2 Ca/2 |
Por “distarbio eletromagnético” entende-se qualquer [ T . — — .

fenomeno eletromagnético que possa degradar o desempenho de
um sistema, equipamento ou dispositivo.

Esta degradacao de desempenho caracteriza, por sua vez , a Por meio desse teste dos parametros levantados no
chamada interferéncia eletromagneética (IEM), que e  tambem modelo de Branim, , observa-se o pulso de tensao injetado
citada na  literatura  simplesmente como emissao no condutor gerador IEM, e a tensao Induzida
(eletromagnética). no condutor receptor atraves da visualizacao desta na

Assim como existem agentes iInterferentes, ha também  resisténcia RNE.
dispositivos ou equipamentos interferidos. Com 1sso, da propria o —
definigo de CEM extrai-se ainda a chamada imunidade ou |
susceptibilidade eletromagnética (SEM), que diz respeito a sl WA DT NN JEREN NERERCIE (R D

habilidade de um dispositivo eletronico de funcionar
satisfatoramente em um ambiente sujeito a disturbios

eletromagneticos. A 51 0 0 O A
O desenvolvimento da ferramenta de simulacao do fendOmeno 50 0 70 0 0 0 0 0 A 6 0 0 0 0
“crosstalk™ baseia-se no modelo que tem como parte central o T L T
modelo de linha de transmissao (LT) desenvolvido por Branin. 0 O 0 0 O O 0 0 O I
Ressalta-se, que a solugao deste circuito € uma solugao exata para g ESiNEEENENEEEEN N
seguir, os detalhes relativos ao desenvolvimento do modelo de Tuw o m e e e e
Branin;
Fig. Pulso Injetado no condutor gerador dos IEM
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B - Fig. Tensao induzida no condutor receptor das IEM
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